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OC 810 

p-n-p-Flachentransistoren fur Niederfreqenzverstarker 


Grenzwerte: 




Emitterstrom 

Ie — 

max 

10 

mA 

Kollektorstrom 

Ie = 

max 

-10 

mA 

Koilektorspannung 

Ucb -- 

v ' D max 

-25 

V 


Uce — 

max 

-20 

V 

Verlustleitung 

N v 

v max 

50 1 ) 

mW 

Koilektorreststrom 




(Ie = 0 mA; Ucb = — 5 V) 

ICob — 

<20 

,*A 

(1b = 0 mA; Uce = — 5 V) 

ICoe = 

<350 

fik 

Umgebungstem peratur 

T = 

45 

° C 


1 Die Veriustleistung setzt sich zusammen aus der Ermitter- und Kollektor- 
verlustfcistung. Sie ist bei Umgebungstemperaturen T uber 25 C zu 
reduzieren : 

N v- N v--*( r - B,C 


Gewicht: 1g 


11/28 [ 

■(■HiHiaEiaaSi 


VEB WERK FOR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK • TELTOW 






flAchentransistoren 


im 
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OC 811 

p-n-p-Flachentransistoren fur Niederfrequenzverstdrker 


Grenzwerte: 

Emitterstrom 

Kollektcrstrom 

Koilektorspannung 


Veriustleistung 


Koilektorreststrom 

(Ie = 0 mA; Ucb = — 5 V) 

(l B = 0 mA; U CE - -5V) 

Umgebungstemperatur 


Ip 

_ 

10 

mA 

-max 

lr 

= 

-10 

mA 
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U “n,K 

= 

-25 

V 

Uce 
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= 

-20 
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= 

50 2 ) 

mW 

ICob 

. 

<20 

fik 

ICoe 

= 

<350 

M A 

T 

= 

45 

°c 


1) Die Transistoren werden nach der Stromverstarkung « gruppiert und mit 
einem Farbpunkt gekennzeichnet. . . ■ . 

Eine bevorzugte Lieferung einer bestimmten Farbgruppe ist jedoeh nicht 
moglich. 


Stromverstarkyng 

Farbe 

20-30 

rot 

30-40 

orange 

40-50 

gelb 

50-60 

grUn 

60-75 

blau 

75-100 

violett 


2) Die Veriustleistung setzt sich zusammen aus der Emitter- und Kollektor- 
veriustleistung. Sie ist bei Umgebungstemperaturen T Uber 25 C zu 
reduzieren. 

' “ -t(T— 25?C) 


N y= N Vn,«- 


Gewicht: 1 g 
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OC 810 

p-n-p Fl&chentransistor flir Niederfrequenzverstarker 
Kennwerte: 

Emitterbasisschaltung: 

= 1 mA; U C e= -5V; 
f=1 kHz; Tomb = 25° C) 

Mittel- Sfreu- 

wert werte 

Eingangswiderstand 

(Koliektor kurzgesehlossen) h' ai = 1,1 0,5... 2 kQ 

Spannungsriiekwirkung 

(Basis often) h' 18 == 6,6 3 ... 25 • 10" 4 

Stromverstdrkung 

(Koliektor kurzgesehlossen) n' 81 = 13 10 ... 20 

Ausgangsleitwert 

(Basis offen) h'j S = 22 10 ... 80 • 10-* 

Leistungsverstarkung Gof»t= 33 28... 35 db 

Biockbasisschaltung: 

(Ie = 1 mA; Uct = — 5 V; 
f = 1 kHz; Tamb = 25° C) 

Eingangswiderstand 


(Koliektor kurzgesehlossen) 

Hu- 

79 

45. 

..100 

Q 

SpannungsrUckwirkung 
(Emitter offen) 


10,7 

3. 

..25 

• 10-4 

Stromverstdrkung 
(Koliektor kurzgesehlossen) 

“h 8l = 

0,928 

0,9.. 

.0,95 


Ausgangsleitwert 
(Emitter offen) 


1,57 

0,5 . 

..4 

• 10-« Q- ] 

Grenzfrequenz 

f 8 = 

>200 


kHz 

Rauschfaktor 

(If 0,2 mA; Ucb = — 1 V) F = 

<25 


db 
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4. Ausgangswiderstand 


Der Ausgangswiderstand ta ist gegeben als das Verhaltnis von Ausgangs- 
spannmg zu Ausgangsstrom des Vierpolls, wenn keine Quellenspannung 
(u 0 == :)) vorhanden ist: 

! v)« _ h U +R q 

I *V ti l Zlh + Rq h 22 


5. Leist u ngsve rstdr ku ng 

Die eljentliche Leistungsverstarkung G in einem bestimmten Arbeits- 

punkt des Transistors ist definiert als das Produkt aus der Stromver- 
stdrkung VI in Vorwartsricbtung und der Spannungsverstarkung Vu in 
Vorwartsrichtung. MaBgebend ist nur der absolute Betrag des Produktes: 


— h 2 2i R L 

: (i + r l • h 2 T)lhiT+ Rl*^ h ) 


6. Leistungsverstdrkung G ma x. bei angepafitem Eingang 

WUd der Eingangswiderstand te dem Quellwiderstand R g der Spa*i- 
-ijungsquelle u 0 angepaBt (r£= Rg), so liefert das Verhaltnis aus der im 
Ldstvviderstand Rl verbrauchten Leistung zur hochsten verfugbaren 
Leistung der Spannungsquelle u 0 die maximale Leistungsverstdrkung 
Gmax* •• 

Die maximale Leistungsverstdrkung erhalt man also aus dem Wert von 


• 4 • R L Rg • h2 2! 

[hll + Rl d h + Rg 0 + ^22 Rl)^ 2 
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Ausgabe: September 1956 
Berechnungsunterlagen 


r— — — ? 

i 


Transistor 

uli hV 

^ Uq ! 

T_ i 

Ut 

Vierpol 

U2 ! Ri i 

J J 


i. Strom verstarkung 

Die Stromverstarkung Vi in Vorwartsrichtung ist definiert als das Verhdlt- 
nis von i 2 zu J x : 


Vi = = — 

V! ii 1 


+ hjj Rl 


Bei kurzgeschlossenem Ausgang (Rl = 0) wird 

Vj = « = h 21 


2. S pan n u ngsversta r ku n g 

Die Spann ungsverstdr kung Vu in Vorwartsrichtung wird gegeben durch 
das Verhaltnis von u 2 zu u x : 


Vu — — 


~ h 2 i Rl 


uj hji+RLdh 


mit A h — hu h 22 — hi 2 h 2 i 


Bei offenem Ausgang (Rl ~ 0D ) wird 


Vu = / 


3. Eingangswiderstand 

Der Eingangswiderstand r E des Vierpols ist definiert als das Verhaltnis 
von Uj zu i x : 


ux hji 4- Rl dh 

“ ij 1 -i- Rl hgj 
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7. Optimale Anpassung 

Sind der Eingangswiderstand dem QuellwSderstand und der Ausgangs 
widerstand dem Lastwiderstand angepaBt, so liegt die optimale An 
passung vor. 

p _ i /hu A h \ 

*0 sot / hT. l 


- i / n ii a " i 

op, “‘F h “ l Ro . Rl 

opt opt h « 

(/ h M .,dh J 


8. Optimale Leistungsverstarkung 

Die optimale Leistungsverstarkung liegt vor bei optimaler Anpassurig. 
Man erhfilt ihren Wert aus dem optimalen Quellwldbrstand und 4 m 

optimaien Lastwiderstand. 

f 


Die angefUhrten Formeln gelten gleichermaBen ffilr die h- # h-« und IV'-Para 
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Die drei Elektroden eines Transistors,, die Basis, der Emitter- und der Kollek- 
tor, iassen insgesamt sechs Schaltungsmoglichkeiten zu, von denen jedoch 
nur drei von praktischer Bedeutung sind. Je nachdem, weiche der drei Elek- 
troden der gemeinsame Pol des Eingangs- und Ausgangskreises ist, unter- 
scheidet man zwischen Blockbasisschaltung, Emitterbasisschaltung und Kol- 
lektorbasisschaltung. 


Blockbasisschaltung 



Em itterbasisschaltung 
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Ausgabe: 


Umrechnungstabeile fiir die KenngroBen der verschiedenen Schaltungs- 
arten. 



Gegebene Wert* | 

Werte 

Blockbasisschaltung 

Emitterbasisschaltung 

Kollektorbasbschaltung 


I'll 

h n 

h'u 

h"u 

01 

1 + h'jl 

AK ' 

3 

J1 

i 

1 

h 12 

h 12 

dh'-h' 12 

1 + h'sl 

h"si + dh" 

<jh" 

h 21 

h 2 i 

— h '21 

h" 12 — Ah" 

1 + h' 2 i 

Ah" 

3 

h 28 


h' 22 



h 2; 

1 + h' 2 i 

Ah" 

a 

e 

h '11 

hu 

1 + h 2 i 

h'u 

h"n 

2 

'3 

£. 

1 

h'is 

h — hj 2 

1 + h 21 

h'u 

1-h"i* 

8 

ji 

© 

h '21 

*— * kgi 

1 + h 2 i 

h'ai 

— 1-r-h"*l 

£ 

Ul 

h'M 

hsa 

1 + h 2 i 

h '22 

h"w 

o» 

c 

3 

h"ll 

hn 

1 + h aa 

h'u 

h"u 

"3 

8 

h"i2 

1 

1 

h"u 

3 

■ ja 

■ £ 

£ 

h"ai 

h" 2 2 

-1 

1 + h 2 i 

h 22 

1 + h 2 i 

-l-h '21 

h'82 

h" 2l 

h"ss 

| jh = hnh 8 2 — hi 2 h 8 i 

Ah' = h'iih' 22 — ■ h , i 2 h' 2 x 

}jh"«h"uh" 22 — h"i*h" 2 i 


Beispiel (it. 1. Zeile) : 

Gesucht Eingangswider- 
stand hu der Blockbasls- 
schaltung, gegeben sind die 
Parameter der Emitter- 
basisschaltung : 

1,11 r+i?s 

Gesucht Eingangswlder* 
stand h u der Blockbasis- 
schaltung, gegeben sind 
die Parameter der Kol- 
lektorbasisschaltvng: 

. h"u 

h u--^pr- 
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Vierpolparameter und KenngroBen von rlachentransistoren 

Flachentransistoren sind Halbleiterbauelemente, die zur Verstarkung, 
Schwingungserzeugung, fur Regel- und Schaltzwecke herangezogen werden 
konnen. Fur die Betrachtung von Flachentransistoren hat es sich als zweck- 
maBig erwiesen, das nichtlineare Kennlinienfeld eines Transistors durch eine 
Darstellung der Emitterspannung Ue und des Kollektorstromes lc als Funk- 
tionen des Emitterstromes Ie und der Kollektorspannung Uc zu erfassen. 

Bei hinreichend kleinen Spannungs- und Stromdnderungen am Arbeitspunkt, 
das heiBt bei kleinen Signalen, lassen sich die Transistoren als aktive Vier- 
pole auffassen, deren Eigenschaften durch vier KenngroBen beschrieben 
werden konnen. Diese vier KenngroBen, die sogenannten h-Parameter, haben 
folgende Bedeutung: 

h u = Hi bei u 2 = 0 der Eingangswiderstand bei kurzgeschlossenem Ausgang 
h 12 = Hi bei ii = 0 die Spannungsriickwirkung bei offenem Eingang 
h = bei u, = 0 die Strom verstarkung bei kurzgeschlossenem Ausgang 

M 2l II " 

h M = ^ bei 'i = 0 der Ausgangsleitwert bei offenem Eingang. 

h u hat die Dimension eines Widerstandes [C2], h 12 und h 21 sind dimensions- 
los und h 22 hat die Dimension eines Leitwertes [Q" 1 ]. 


Ausgabe: September 1956 
Kollektorbasisschaltung 
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Ersotzscttalibild 

u'\ = h" n i'\ + h" 1% u" 2 
'"a = h"u i"i + h" M u" 2 
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